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Abstract：In order to expand the applicability of ion beam lithography(IBL) method by using highly 




 ions were irradiated onto spin-on-glass (SOG) through a stencil 
mask.  The step structure was successfully fabricated on SOG by the chemical etching after the 
irradiation.  The etching　depth of the SOG using the Ar
9+
 ions increases linearly with dose and 
was greater than the etching depth obtained using Ar
1+
 ions.  The results show the effectiveness of 
HCI for IBL. The maximum etching depth of the SOG using Ar
9+
 ions was deeper than the range 

































500nmの厚さの spin-on-glass(SOG) に 90keV に
加速した１価と９価のAr イオンを照射した。
照射部と非照射部のパターンを形成するため
に、SOG上に一辺 43 μ mの正方形の穴が等間
隔で並んでいる銅製のステンシルマスクをのせ








































































約 100 nm となる（図５）。これより、Ar イオ
ンが直接引き起こす SOG の非晶質化は、表面
から 100 nm までの深さで起こることになる。
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